Oferta

Sieci Badawczej tukasiewicz - Instytutu
Technologii Materiatow Elektronicznych

komercjalizacja@itme.edu.pl

@ www.itme.edu.pl

@ ul. Wélczynska 133,01-919 Warszawa

Tel. (+48 22) 835 30 41
N

Tel. (+ 48 22) 639 58 05

v] {

. Iy
SIEC BADAWCZA s | ]
LUKASIEWICZ IIM


mailto:komercjalizacja@itme.edu.pl
http://www.itme.edu.pl/
https://twitter.com/ITME_PL
https://pl-pl.facebook.com/ITMEPoland

Samodzielna Pracownia Elektronolitografii (S6)

Nazwa produktu

Parametry techniczne

Cena i warunki
dostawy

Terminy wykonania

Kontakt

Fotomaski chromowe do
procesow fotolitograficznych

e wymiar podtozy - od 4”x4” do 7”x7”

e siatka adresowania—1 nm

e doktadnos$¢ potozenia elementow wzoru — 15 nm
e minimalny wymiar elementéw wzoru - 400 nm

od 3 000 zt, zalezna od
formatu i rodzaju podtoza,
wymiaru minimalnego,
stopnia komplikacji wzoru
oraz wymagan
zZamawiajgcego

2 tygodnie od przyjecia
zamodwienia

% Dr inz Andrzej Kowalik

Andrzej.Kowalik@itme.edu.pl

@ 226395817 ;22 63958

05

Wzorce (stemple) do proceséw
nanoimprintu

e struktury o profilu binarnym lub wielopoziomowym

e rozdzielczo$¢ (minimalny wymiar elementéw wzoru) - 50 nm
e maksymalna srednica podtoza - 150 mm

e materiat wzorca:

(1) stemple twarde — podtoza krzemowe lub kwarcowe

(2) stemple miekkie — podtoza szklane z warstwa polimeru

od 5 000 zt, zalezna od
formatu i rodzaju podtoza,
wymiaru minimalnego oraz
stopnia komplikacji
struktur

od 2 do 4 tygodni od
przyjecia zamowienia

Bezposrednia generacja wzoréw
wigzka elektrondéw na
podtozach pétprzewodnikowych
i optycznych

e podtoza pétprzewodnikowe i optyczne (np. Si, GaAs, SiC,
kwarc) o srednicach od 2” do 6” zgodne z SEMI Standards,
podfoza 15x20 mm? o gruboéci od 0.2 do 1 mm

e siatka adresowania—1 nm

e doktadnos¢ potozenia elementéow wzoru — 15 nm

e doktadnos¢ centrowania wzoréw wielopoziomowych — 15 nm
e minimalny wymiar elementéw wzoru - 50 nm

e procesy transferu wzoréw: metalizacja lift-off, reaktywne
trawienie jonowe

od 2 000 zt, zalezna od
rozmiaru i rodzaju podtoza,
wymiaru minimalnego,
stopnia komplikacji
struktur oraz liczby
poziomow
technologicznych

od 1 do 6 tygodni od
przyjecia zamowienia
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KX SGnalA=SEZ  Semie 10502 03
T o

e siatki fazowe i amplitudowe

e wydajnos¢ dyfrakcyjna do 98%

e minimalny okres siatki - 200 nm (10 000 linii/mm)
e maksymalny wymiar 100x 100 mm?

e materiat podtoza: kwarc, krzem

od 2 000 zt za podtoze,
zalezna od rodzaju
podtoza, powierzchni i
okresu siatki oraz liczby
poziomow fazowych

od 1 do 6 tygodni od
przyjecia zamoéwienia
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Samodzielna Pracownia Elektronolitografii (S6)

Nazwa produktu

Parametry techniczne

Cena i warunki
dostawy

Terminy wykonania

Kontakt

Soczewki dyfrakcyjne

e wydajnosc¢ dyfrakcyjna do 98%
e materiat podtoza: kwarc, krzem, arsenek galu
e maksymalna Srednica - 100 mm

e standardowe typy elementdéw: soczewki sferyczne, eliptyczne,

cylindryczne i stozkowe
e mozliwo$¢ wykonywania macierzy soczewek i/lub integracji
roznych soczewek na jednym podtozu

od 4 000 zt za podtoze,
zalezna od rodzaju
podtoza, facznej
powierzchni soczewek,
liczby poziomow fazowych
oraz minimalnej
szerokosci stopnia
fazowego

od 2 do 6 tygodni od
przyjecia zamoéwienia

% Dr inz Andrzej Kowalik

Andrzej.Kowalik@itme.edu.pl

@ 226395817 ;22 6395805

Hologramy generowane
komputerowo

e elementy fazowe o liczbie poziomdw fazowych od 2 do 32
e minimalny wymiar elementow wzoru - 50 nm

e maksymalny wymiar 100x 100 mm?

e materiat podfoza: kwarc, krzem

e mozliwos¢ integracji roznych elementéw dyfrakcyjnych na
jednym podtozu

od 6 000 zt za podtoze,
zalezna od powierzchni,
stopnia komplikacji oraz
liczby poziomow fazowych
struktury dyfrakcyjnej

od 1 do 6 tygodni od
przyjecia zamoéwienia

Repliki struktur 3D

e minimalny wymiar elementéw wzoru - 50 nm

e maksymalna srednica podfoza - 100 mm

e materiat podtoza — poliweglan (PC), polimetakrylan metylu
(PMMA), kopolimer olefinowy (COC)

e standardowe typy struktur 3D: soczewki i siatki dyfrakcyjne,
hologramy generowane komputerowo

e mozliwos¢ wytwarzania replik dwustronnie centrowanych

e od 50 zt za element,
zalezna od powierzchni
struktury iliczby
zamawianych replik

e pojedynczego
podtoza—do 5 dni od
przyjecia zamowienia

e wytwarzanie seryjne
—do 100 podtozy
miesiecznie
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Zaktad Materiatdw Kompozytowych i Ceramicznych (S3)

Nazwa produktu Parametry techniczne Cena i warunki Terminy Kontakt
dostawy wykonania
Tygle, ptytki, krazki ceramiczne (Al20s, ¢ wysoka odporno$¢ chemiczna i termiczna e zalezy od min. 2 drinz. Agata Strojny-Nedza
Zr02) e niska gestos¢, wysoka twardosc i wytrzymatosé mechaniczna wielkosci tygodnie od ' _
Wiadciwosci saméwienia otrzymania % Agata.Strojny@itme.edu.pl
Parametr lednostka | AlOs- | AlOz— | 3Y- 8Y- : Enc;ei?;czztr:z (zg(r;scv\;;ema @ ;; ggg EZ é;}) /
96 % 99,75 ZrO; | ZrO2 (dotyczy produktéw
% produktdw niedostepnych
niedostepnych w W magazynie).
Gestos¢ g/cm?3 3,67 3,89 6,05 | 57 magazynie)
e woro/ N Wtasdciwosci mechaniczne
Wytrzymatosé na MPa 360 330 800 180
zginanie
Wytrzymatosé na MPa 2100 2100 | 2000 | 1500
Sciskanie
Modut Younga GPa 275 330 205 160
Witasciwosci termiczne
Max. temp. °C 1700 1800 1000 | 1800
Wspdtczynnik x 10°%/°C 7,8 8,4 10 11
rozszerzalnosci
cieplnej
Przewodnosé W/mK 25 29 2 2,5
cieplna
Odpornosé na AT°C 200 200 250 200
szok termiczny
Whtasnosci elektryczne
Opornosé Ohm.cm | >10% | >10% | >10%? | 108
elektryczna w
25°C
Opornos¢ Ohm.cm | <10° <2x | <103 <
elektryczna w 108 103

1000°C

e
I
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Zaktad Materiatéw Kompozytowych i Ceramicznych (S3)

Nazwa produktu Parametry techniczne Cena i warunki Terminy Kontakt
dostawy wykonania
Ceramika przeswiecalna (YAG, MALO) e wysoka odpornosc¢ chemiczna i termiczna. e zalezy od drinz. Agata Strojny-Nedza
. Iy s s . . WielkOS'Ci
Materiaty luminescencyjne na bazie e niska porowatos¢, wysoka twardosc i wytrzymatosé mechaniczna o>t @ Agata.Strojny@itme.edu.pl
i i Witasciwosci zamowienia &
Y3AI5012 (YAG) w postaci ceramiki lub
proszku oraz ceramika przeswiecalna Fy——— Sednostka | VaAl0w | MaAnos ° fn?ei? S‘czztr:le @ 226395811;
YAG domieszkowana jonami ziem (doty?zy 226395805
rzadkit?h (Nc!, Yb, Co, Er, Ce, Tm, Ho, Cr) i Gestosc g/cm’ 455 353 oroduktow
ceramika spinelowa MgAI204 (MALO) .
czysta i domieszkowana jonami Co ¢ niedostepnych w
Y J . Twardos¢ Mohs 8,5 8 magazynie)
=
YAG  NdYAG  YbYAG Ce:YAG TMYAG . Ho:YAG Temp topnienia °C 1970 2135
Wspdt ik
sporeaynni® - x10/°C | 7,8 7,33
rozszerzalnosci cieplnej
Przewodnos¢ cieplna W/mK 11 17
Transmitancja % ~ 80 ~ 80
100 =
90
80 o
g 70
©
S 60+
]
‘e 50
[%]
g 404
l_
30 —— CF1wtB_g=0,280mm
204 —— CF2wtB_g=0,285mm
1535nm
10
0

T T
200 400 600

T T T T T T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

dtugosc fali (nm)

Transmitancja ceramiki Co:YAG.
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Zaktad Materiatéw Kompozytowych i Ceramicznych (S3)

Nazwa produktu Parametry techniczne Cena i warunki Terminy Kontakt
dostawy wykonania
Proszki luminescencyjne e zastosowanie w detekgji linii papilarnych, odciskéw palcow, Warunki Realny czas drinz. Agata Strojny-Nedza
i i i 4 , i i dostawy:
Nanokrystaliczne proszki znakowaniu i zabezpieczaniu dokumentow, a takze potencjalnej mmimu\;ﬂ , @, Agata.Strojny@itme.edu.pl
luminescencyjne ortowanadanéw zabezpieczaniu przed kradziezg cennych produktéw dostawy dnic od w
lantanu (LaVO4) domieszkowane (elementdw, rzeczy). Ponadto moga stanowic¢ element powtoki tygodnie ° @ 2263958 11;
. o . . o . lloé¢: 20 g otrzymania 226395805

pierwiastkami ziem rzadkich (np. Eu3+, lub farby wykorzystanej w czujnikach z pamiecig temperatury. o ‘ zaméwienia
Dy3+, Pr3+) o wartosci iloéciowe tylko powtarzalne, gwarantowane przy MIesigezmie.

dostawie.

e Srednia wielko$¢ krystalitow: < 100 nm;
e kolor emisji uzalezniony jest od uzytej domieszki i stopnia jej
koncentracji
Eoripu gmerns R
Obraz SEM proszku LaVOa: 3%wt. Pr3*

Materiaty termoelektryczne (CoSb3, e Wspotczynnik Seebeck’a a: CoSb3: -250++150uV/K, Bi2Te3: - llos¢: W zaleznosci | Realny czas drinz. Agata Strojny-Nedza
Bi2Te3) . d zamowienia. :

250++250pV/K, od zamowienia dc?st'awy @ Agata.Strojny@itme.edu.pl
Materiaty o dobrych wtasnosciach e przewodnos¢ elektryczna: CoSb3: 104+106 S/m, Bi2Te3: minimum 4 M
termoelektrycznych posiadajg duzy 104+105 S/m, (dyski do @ 50 tygodnie od 2263958 11;
wspodtczynnik Seebeck'a oraz wysoka e przewodno$é cieplna: CoSh3: 2-4W/mK, Bi2Te3: 0.5-2W/mK, mm, kostki od otrzymania 226395805
przewodno$¢ elektryczng. Mata 1x1x1 do 4x4x4 zamowienia.

przewodno$¢ cieplna. Najczesciej
materiatami termoelektrycznymi sg

potprzewodniki z duzg ilo$cig domieszek.

Materiaty dostepne w postaci

= proszku oraz w formie gotowych spiekéw

zakres temperatury pracy: CoSb3: RT-400°C, Bi2Te3: RT-200°C.

mm): do 0,5 kg/
miesiecznie.

g
I
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Zaktad Materiatdw Funkcjonalnych (S7)

Nazwa produktu Parametry techniczne Cenai Terminy Kontakt
warunki wykonania
dostawy
Know-how Metody monokrystalizacji dla zwigzkdw AllIBV: E@j mgr inz. Aleksandra
= Czochralskiego (CZ), Mirowska
= LEC,
= Bridgman and GF, Aleksandra.Mirowska@itme.edu.pl
@ 22 6395571; 226395805
Metody syntezy
= injekcyjna,
= in-situ”,
Metody mechaniczno-chemicznej obrébki monokrysztatow i ptytek
(OMC) o jakosci epi-ready
Metody charakteryzacji materiatu: GaAs, InAs, GaP, InP oraz GaSb.
Materiaty - zwiazki AllIBV Materiaty w postaci : llo$¢ zalezy od - od kilku dni

- wysokiej czystosci (6N, 7N)
- w roznej postaci

=  monokrystalicznych watkéw o srednicy 2"+ 4" i orientacji
<100>, <111>, <110> lub <310>,

= monokrystalicznych ptytek podtozowych zorientowanych,
jedno- lub dwustronnie polerowanych,

= monokrystalicznych zarodzi i innych ksztattek o orientacji i
wymiarach zgodnie zamdwieniem,

= polikrystaliczne materiaty AllIBV.

rodzaju
materiatu

od 1 ptytki
do 50 sztuk

(jesli gotowe na
stanie) do kilku
miesiecy (jesli
trzeba wykonac
nowy krysztat)

SIEC BADAWCZA mmmmm
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GaAs - otrzymany metoda
Czochralskiego (HP-LEC, LP-LEC)

Srednica 2", 3" i 4" orientacja <100>, <111>, <110> lub <310>

n-typ  :Te, SnorSi n=10"7+10% cm3

p-typ  :Zn p=10"7+10% cm3

Sl : niedom. u>5x10%cm?/Vs, p >107 Qcm
Sl : Cr p >107 Qcm

Mirowska

E @ j mgr inz. Aleksandra

Aleksandra.Mirowska@itme.edu.pl

@ 226395571 ;226395805

InAs - otrzymany metodg
Czochralskiego (LEC)

Srednica 2" orientacja <100> lub <111>

n-typ  :niedom. n<10Y cm3; p>2x10*cm?/Vs
ntyp :S n=1x10Y+5x10%%cm3;u>3x103 cm?/Vs
p-typ  :Zn p=1x10Y7+5x10% cm3; pu >80 cm?/Vs

GaP - otrzymany wysokocisnieniowg
metodg Czochralskiego (HP-LEC)

$rednica 2" i 3" orientacja <100>, <111> lub <110>

ntyp  :S n=2x10""+ 5x10* cm3, u >90 cm?/Vs
n-typ  :niedom. n<2x10%®cm=; u >150 cm?/Vs

p-typ  :Zn p=5x10""+ 5x10*® cm3

p-typ  :Cd p=2x10'%+ 3x10* cm3

S| :Cr p >107 Qcm

S| : niedom p >107 Qcm

SIEC BADAWCZA memmmm
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InP - otrzymany wysokocisnieniowg
metodg Czochralskiego (HP-LEC)

$rednica 2" i 3” orientacja <100> lub <111>

n-typ  :niedom. n=5x10%°+2x10 cm
n-typ  :SlubSn n=2x10"+1x10° cm
ptyp  :Zn p=5x10*/+1x10%° cm™3
Sl : Fe p >107 Qcm, p >2x10°cm?/Vs

Mirowska

E @ j mgr inz. Aleksandra

Aleksandra.Mirowska@itme.edu.pl

@ 226395571 ;226395805

GaSb - otrzymany zmodyfikowana
metodg Czochralskiego w
przeptywie wodoru

$rednica 2" orientacja <100>, <111> lub inna

p-typ  :niedom. p<2x10* cm3; W >600 cm?/Vs

p-typ  :Si p=4x10Y7+1x10%° cm3; u>250 cm?/Vs
p-typ  :Zn p=2x10'8+1x10"° cm3; u>250 cm?/Vs
ntyp Te n= 1x10Y+1x10'® cm3; i >2500
cm?/Vs
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Zaktad Syntezy Chemicznej i Grafenu Ptatkowego (S2)

Nazwa produktu

Parametry techniczne

Cena i warunki
dostawy

Terminy
wykonania

Kontakt

1. Tlenek grafenu (zawiesina w wodzie).

Wyglad: Od bardzo jasnobrgzowego do bardzo ciemnobrazowego
Zapach: Bez zapachu
Koncentracja: 4.5 mg/ml

Warunki dostawy:
ilos¢: 40L tygodniowo;

czas dostawy:
do 2 tygodni

mgr inz. Michat
Woluntarski

g

Stabilnos¢: Stabilny w powietrzu odpowiednio przechowywany (l;/lichlaI.Wquntarski@itme.e
Przechowywanie: W szczelnym pojemniku chronigcym przed gu.p1
promieniowaniem UV, w suchym i chtodnym miejscu @ 22 6395827;
. . ) 22 6395805
Informacja o sktadnikach:
Wegiel 40-42%; Tlen 45-52%; Siarka 1-3%; Azot <0.3%; Wodor 2.5-
3%
§
5
E
0 nm
o 80 5 — =1 |
Obraz AFM z profilem wysokosci pokazujgcy
grubos¢ ptatkéw tlenku grafenu (~1-2 nm) Binding energy (V]
GO Peak BE Koncentracja w Wigzanie
(eV) skali atomowej (%)
Cls 285 33.60 C-CandC=C
Cls 287.04 30.94 C— O (epoxy, hydroxyl
groups)
Obraz SEM ptatkéw tlenku grafenu. Sredni Cls 28822 4.59 C = O (carbonyl groups)
rozmiar ptatkéw GO: 2-6 um
O1s 532.9 23.1 C-0
SIEC BADAWCZA mmmmm I- =
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Nazwa produktu

Parametry techniczne

Cena i warunki
dostawy

Terminy
wykonania

Kontakt

2. Tlenek grafenu (proszek).

Wzdr chemiczny: C:OyH;
Zastosowanie: Chemikalia laboratoryjne,
produkcja substancji

Suszony metoda klasyczna

Suszony metoda alternatywna

Wyglad: Od jasnobrgzowego do ciemnobrazowego
Zapach: Bez zapachu
Gesto$¢ nasypowa: 0.003 — 0.005 g/cm? (suszony metodg klasyczng)

0.130 - 0.860 g/cm? (suszony metoda

alternatywna)
Powierzchnia wiasciwa: 5 m?/g (suszony metoda klasyczng);
11 m?/g (suszony metoda alternatywng)

Rozpuszczalnos$é w wodzie: Tworzy jednorodne zawiesiny
Stabilnos¢: Stabilny w powietrzu odpowiednio przechowywany
Przechowywanie: W szczelnym pojemniku chronigcym przed
promieniowaniem UV, w suchym i chtodnym miejscu

Informacja o sktadnikach:
Wegiel 40-42% ; Tlen 45-52%; Siarka 1-3%; Azot <0.3%; Wodor 2.5-
3%

XRD pattern of graphene oxide powder
XRD °

o000

106" (d = 0.82 nm)
60000 |

50000 -
40000 -
11.3° (d = 0.79 nm)
30000

20000 -

Intensity (counts)

10000 A

LA AN LA LA LARLS MAALS RAMAE MRS ALl Mkl M
0 85 10 15 20 25 30 35 40 45 S0 55 60 65
Angle (20 / deg)

Dyfraktogram rentgenowski z refleksami braggowskimi od ptaszczyzn (002).
Srednia odlegto$¢ miedzy warstwami: ~0.9 nm. lloé¢ warstw w pakiecie: ~11

Warunki dostawy:
ilos¢20-30g/
tygodniowo;

czas dostawy
do 4 tygodni

-y

mgr inz. Michat
Woluntarski

Michal.Woluntarski@itme.e

du.pl

22 63958 27;
22 6395805
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Cis
XPS A
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- 1

i |

& |

5 _ \

y, '.,g
- __..""/ T AN
i 200 =8 e o
Binding energy j=V)
GO Peak BE Koncentracja w skali Wigzanie
(eV) atomowej (%)
Cls 285 33.60 C-CandC=C
Cls 287.04 30.94 C— 0 (epoxy, hydroxyl
groups)
Cls 288.22 4.59 C =0 (carbonyl groups)
0O1s 5329 23.1 C-0
Raman specra of graghene oxde
Spektroskopia < G A000T
ramanowska l | :

Inlensdy (counts)

| v
1/ ——

PoeD=1352 cm
' PesG=1590 em”’

‘ ‘t \ ‘ wM

T
2000 2200 2500 270 OO0 W

Wavenumber (em ')

Widmo ramanowskie z modami charakterystycznymi dla pochodnych

grafenu
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Nazwa produktu

Parametry techniczne

Cena i warunki
dostawy

Terminy
wykonania

Kontakt

3. Zredukowany tlenek grafenu (proszek)

Zastosowanie: Chemikalia laboratoryjne,
produkcja substancji

Wyglad: Od szarego do czarnego

Zapach: Bez zapachu

Gestos¢ nasypowa: 0.019 g/cm?3

Powierzchnia wiasciwa: 266 m?/g

Rozpuszczalno$é w wodzie: Hydrofobowy

Stabilnos¢: Stabilny w powietrzu

Przechowywanie:W szczelnym pojemniku chronigcym przed
promieniowaniem UV, w suchym i chtodnym miejscu

Informacja o sktadnikach:
Wegiel 70-80%; Tlen 15-20% ; Siarka <2%; Azot <0.3%; Woddr <2%

XRD pattern of reduced graphene oxide

18000
XRD 16000
14000 <
12000 <

10000 - \ 23.66° (d = 0.37 nm)

s

Intensity (counts)

@ 5 10 15 20 25 30 35 &40 45 50 55 60 65
Angle (20 / deg)

Dyfraktogram rentgenowski z refleksami braggowskimi od ptaszczyzn (002) i
(101). Srednia odlegto$¢ miedzy warstwami: ~0.37 nm. llo$¢ warstw w
pakiecie: ~11

Cis

XPS

Intansiy [au]

30 g/tygodniowo;
czas dostawy do 4
tygodni

Parametry
transportowe w
temperaturze
pokojowej:

Koncentracja
nosnikéw ~6x10 cm-
2

Przewodnictwo 24 S
cml

Opdr powierzchniowy
<10 0/o

SIEC BADAWCZA memmmm ]
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GO Peak BE Koncentracja w skali Wigzanie
(eV) atomowej (%)
Cls 285 39.78 C—-CandC=C
Cls 286.6 10.09 C— O (epoxy, hydroxyl
groups), C-N
Cls 288.2 7.84 C =0 (carbonyl groups)
Ols 532.3 28.7 Cc-0
Raman spectra of rGO
3000
D (1346 cm’) Il =1.21
=00 | epsseemy I
. cm —
Spektroskopia - i Ry > 271x10" om®
1 =14 nm
ramanowska ) ’
§ 1500 -
= 500 - / 20 G+D ‘

T T
500 1000 1500

T T T
2000 2500 3000 3500 4000
Raman shift [em-1]

Widmo ramanowskie z modami charakterystycznymi dla
pochodnych grafenu. Srednia odlegtoéé miedzy defektami ~11 nm

przy koncentracji 2.71x10 ** cm™

4. Inne pochodne grafenu ptatkowego o
projektowanych wtasciwosciach

Na specjalne
zamowienie
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Zaktad Optoelektroniki (S4)

Nazwa produktu

Parametry techniczne

Cena i warunki
dostawy

Terminy
wykonania

Kontakt

SAW filters for TV Picture carrier Insertion loss Sound TV Replecement % inz. Konrad Krzyzak
receivers with [MHz] [dB] carrier Standard to Konrad.Krzyzak@itme.edu.pl
differential sound [ MHz] (Siemens - 226395561 -
carrier system Matsushita) @ 59 639 58 05 ’
FT-382 38.0 20 32.5 D/K-OIRT, OFWK-1950 [5-100 sztuk — 3,5 €/szt. | W magazynie, do 1
101-1200 sztuk — 2,5 tygodnia
€/szt.
>1200 (do
uzgodnienia)
FT-383 38.0 20 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-1950 [5-100 sztuk — 3,5 €/szt | W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 sztuk — 2,5 tygodnia
€/szt
1001-29000 sztuk — 1,5
€/szt
>29000 (do
uzgodnienia)
FT-386 38.0 20 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-1950 [5-100 sztuk — 3.5 €/szt | W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 sztuk — tygodnia
2,5€/szt
1001-7500 sztuk — 2,0
€/szt
>7500 (do uzgodnienia)
FT-389 38.9 20 32.4/33.4 D/K-OIRT, OFWK-2950 [Min. 200 sztuk W magazynie, do 1
B/G-CCIR (do uzgodnienia) tygodnia
FT-392 38 20 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-1950 [5-100 sztuk — 3.5 €/szt | W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-3200 sztuk — 2,5 tygodnia
€/szt
>3200 (do
uzgodnienia)
FT-3893 38.9 19 334 B/G-CCIR OFWG-1968 |do uzgodnienia)
FT-3893 38.9 19 334 B/G-CCIR OFWG-1968 |do uzgodnienia)
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FT-3895 38.9 18,5 32.4/33.4 D/K-OIRT, OFWK-2960 [5-100 sztuk — 3.5 €/szt | W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-2000 sztuk — 2,5 tygodnia
€/szt
FT-3896 389 18,5 32.4/33.4 D/K-OIRT, OFWK-2960 | (do uzgodnienia)
B/G-CCIR
FT-3897 38.9 17 32.4/33.4 B/G-CCIR OFWG-1963 | (do uzgodnienia)
FT-3899 38.9 17 33.4 B/G-CCIR OFWG-1984 | (do uzgodnienia)
FT-3951 39.5 18 33.5 I-CCIR OFWJ-1951 (do uzgodnienia)
FT-3955 39.5 16 33.5 I-CCIR OFWJ-1951 (do uzgodnienia)
Nazwa produktu Parametry techniczne Cena i warunki Terminy Kontakt
dostawy wykonania
SAW filters for TV Picture Insertion loss Sound TV Replecement to % inz. Konrad Krzyzak
receivers with carrier [dB] carrier Standard (Siemens - Konrad.Krzyzak@itme.edu.pl
quasiparallel sound [MHZz] [ MHz] Matsushita)
carrier system 22 6395561
22 63958 05
FTQW-384 38.0 20 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-3955 [5-100pc — 3.5 €/szt W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 — 2,5 €/szt tygodnia
1001-29000 — 1.5 €/szt
>29000
FTQW-3801 38.0 20 31.5 D/K-OIRT, - 5-100pc — 3.5 €/szt W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 - 2,5 €/szt | tygodnia
1001-29000 — 1.5 €/szt
>29000
FTQW-3805 38.0 17 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-3955 (do uzgodnienia)
B/G-CCIR
FTQW-3806 38.0 17 31.5/32.5 D/K-OIRT, - 5-100pc — 3.5 €/szt W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 — 2,5 €/szt tygodnia
1001-29000 — 1.5 €/szt
>29000
FTQW-3891 38.9 20 32.4/33.4 D/K-OIRT, OFWG-3956 [5-100pc — 3.5 €/szt W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 — 2,5 €/szt tygodnia
1001-29000 — 1.5 €/szt
>29000
FTQW-3893 38.9 17 334 B/G-CCIR OFWG-3962 | (do uzgodnienia)
FTQF-384 38.0 26 31.5/325 D/K-OIRT, OFWK-9201 (do uzgodnienia)
B/G-CCIR
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FTQF-3801 - 15,5 31.5/32.5 D/K-OIRT, - 5-100pc — 3.5 €/szt W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 - 2,5 €/s2t | tygodnia
1001-29000 — 1.5 €/szt
>29000
FTQF-3804 - 15,5 31.5/32.5 D/K-OIRT, - 5-100pc — 3.5 €/szt W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 - 2,5 €/sz2t | tygodnia
1001-29000 — 1.5 €/szt
>29000
FTQF-3806 38.0 22 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-9201 [5-100pc — 3.5 €/szt W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 - 2,5 €/szt | tygodnia
1001-29000 — 1.5 €/szt
>29000
FTQF-3891 - 15,5 32.4/33.4 D/K-OIRT, OFWK-9350 [5-100pc — 3.5 €/szt W magazynie, do 1
B/G-CCIR 101-1000 - 2,5 €/sz2t | tygodnia
1001-29000 — 1.5 €/szt
>29000
FTQF-3894 - 21 324/33.4 B/G-CCIR, OFWK-3258 (do uzgodnienia)
D/K-OIRT
FTQF-3895 38.9 26 324/33.4 D/K-OIRT, OFWK-9260 (do uzgodnienia)
B/G-CCIR
FTQF-3897 38.9 22 32.9/33.05/ B/G-CCIR, OFWG-9251 (do uzgodnienia)
334 NICAM
FTQF-3899 38.9 22 32.35/329/ D/K-OIRT, OFWK-9260 (do uzgodnienia)
334 B/G-CCIR, |
FTQW-384, FTQF-384 | 38.0 - 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-3254 (do uzgodnienia)
B/G-CCIR
FTQW-3801, FTQF- 38.0 - 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-3264 (do uzgodnienia)
384 B/G-CCIR
FTQW-3801, FTQF- 38.0 - 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-3351 (do uzgodnienia)
3801 B/G-CCIR
FTQW-3806, FTQF- 38.0 - 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-3351 (do uzgodnienia)
3804 B/G-CCIR
FTQW-3806, FTQF- 38.0 - 31.5/32.5 D/K-OIRT, OFWK-3264 (do uzgodnienia)
3806 B/G-CCIR
FTQW-3891, FTQF- 38.9 - 32.4/33.4 D/K-OIRT, OFWK-3350 (do uzgodnienia)
3891 B/G-CCIR
FTQW-3891, FTQF- 38.9 - 32.4/33.4 D/K-OIRT, OFWK-3258 (do uzgodnienia)
3895 B/G-CCIR
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Nazwa produktu Parametry techniczne Cena i warunki Terminy Kontakt
dostawy wykonania
SAW filters for cable Center Insertion 1dB 3dB Standard % inz. Konrad Krzyzak
TV modulators. frequency | loss [dB] bandwidth bandwidth )
[MHz] [MHz] [MHz] Konrad.Krzyzak@itme.edu.pl
optoelectronics@itme.edu.pl
226395561
22 63958 05
FP-3507 35,0 26 6,5 --- D/K Opakowanie TS-58
(do uzgodnienia)
FP-3606 35,4 26 6,0 D/K Opakowanie TS-58
(do uzgodnienia)
FT P-3801 35,0 33,5 33,5 D/K Opakowanie PCZ-24
(do uzgodnienia)
FP-3607 36,0 34 7,5 -- L Opakowanie PCZ-14
(do uzgodnienia)
FP-3608 36,0 32 8,0 | Opakowanie TS-59
(do uzgodnienia)
FP-4001 40,0 13 0,8 - B/G Opakowanie TS-59
(do uzgodnienia)
FP-4002 39,8 20 - 0,45 Opakowanie TS-58
(do uzgodnienia)
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Zaktad Grafenu i Materiatéw dla Elektroniki (S1)

Nazwa produktu

Parametry techniczne

Cena i warunki dostawy

Termin Wykonania

Kontakt

Warstwy epitaksjalne
AlxGai1xAs (x = 0'1)

e wymiar podtozy - od 1x2” do 3x2”, 1x3”;
e typ przewodnictwa n (5e16 do 5 e19 cm3)
lub p (5e16 do 5e19 cm™ )na podtozu GaAs
typu n, typ p, oraz pétizolacyjnym SI

e Cena: od 600 $ za warstwe o grubosci 500
nm na podfozu o srednicy 2 cali, zalezna od
Srednicy i rodzaju podtoza oraz grubosci
warstwy epitakslajnej

uzalezniony od dostepnosci
podtozy ,epiready”: do 2
miesiecy od przyjecia
zamowienia

E@j drinz. Ewa Dumiszewska

Ewa.Dumiszewska@itme.edu.pl

22 639 55 36;
22 63958 05

Warstwy epitaksjalne
InxGa1xP na podtozu
GaAs, dopasowane
sieciowo do podtfoza
GaAs (x=0.4848) oraz
naprezone

ewymiar podtozy - od 1x2” do 3x2”, 1x3”;

otyp przewodnictwa n (5e16 do 1 e19 cm-3)
lub p (516 do 519 cm-3 ) na podtozu GaAs
typu n, typ p, oraz poétizolacyjnym SI

e Cena: od 800 S za warstwe o grubosci 500
nm dla warstwy dopasowanej sieciowo na
podtozu o srednicy 2 cali, zalezna od srednicy
i rodzaju podtoza oraz grubosci warstwy
epitaksjalnej

uzalezniony od dostepnosci
podtozy ,epiready”: do 2
miesiecy od przyjecia
zamowienia

Warstwy epitaksjalne
InxAl1xAs na podtozu
InP, dopasowane
sieciowo do podtoza InP
(x=0.5221) oraz
naprezone

ewymiar podfozy - od 1x2” do 3x2”, 1x3”;

otyp przewodnictwa n (5e16 do 1 e19 cm-3)
lub p (516 do 519 cm-3 ) na podtozu InP typu
n, typ p, oraz pétizolacyjnym SI

e Cena: od 800 S za warstwe o grubosci 500
nm dla warstwy dopasowanej sieciowo na
podtozu o srednicy 2 cali, zalezna od srednicy
i rodzaju podtoza oraz grubosci warstwy
epitaksjalnej

uzalezniony od dostepnosci
podtozy ,epiready”: do 2
miesiecy od przyjecia
zamdwienia

Warstwy epitaksjalne
InkAlyGa1xyAs na
podtozu InP,
dopasowane sieciowo
do podtoza InP
(x=0.526, y=0.283) oraz
naprezone

ewymiar podfozy - od 1x2” do 3x2”, 1x3”;

etyp przewodnictwa n (5e16 do 5 e18 cm-3)
lub p (516 do 518 cm-3 ) na podtozu InP typu
n, typ p, oraz pétizolacyjnym SI

e Cena: od 1000 $ za warstwe o grubosci
500 nm dla warstwy dopasowanej sieciowo
na podfozu o srednicy 2 cali, zalezna od
Srednicy i rodzaju podtoza oraz grubosci
warstwy epitaksjalnej

uzalezniony od dostepnosci
podtozy ,epiready”: do 2
miesiecy od przyjecia
zamowienia

Warstwy epitaksjalne
Inx GayAsP na podtozu
InP, dopasowane
sieciowo do podtoza InP
oraz naprezone

e wymiar podfozy - od 1x2” do 3x2”, 1x3”;

e typ przewodnictwa n (5e16 do 5 el18 cm-3)
lub p (516 do 5e18 cm-3 ) na podtozu InP
typu n, typ p, oraz pétizolacyjnym SI

e Cena: od 1000 S za warstwe o grubosci
500 nm dla warstwy dopasowanej sieciowo
na podtozu o Srednicy 2 cali, zalezna od

uzalezniony od dostepnosci
podtozy ,epiready”: do 2
miesiecy od przyjecia
zamdwienia
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Srednicy i rodzaju podtoza oraz grubosci
warstwy epitaksjalnej

Warstwy epitaksjalne
Inx GayAsP na podtozu
GaAs, dopasowane
sieciowo do podfoza
GaAs oraz naprezone

e wymiar podfozy - od 1x2” do 3x2”, 1x3”;
e typ przewodnictwa n (5e16 do 5 el18 cm-3)

lub p (5e16 do 5e18 cm-3 ) na podfozu InP
typu n, typ p, oraz pétizolacyjnym SI

e Cena: od 1000 $ za warstwe o grubosci
500 nm dla warstwy dopasowanej sieciowo
na podtozu o Srednicy 2 cali, zalezna od
Srednicy i rodzaju podtoza oraz grubosci
warstwy epitaksjalnej

uzalezniony od dostepnosci
podtozy ,epiready”: do 2
miesiecy od przyjecia
zamowienia

Warstwy epitaksjalne
InxGaAs na podfozu InP,
dopasowane sieciowo
do podtoza InP oraz
naprezone

e wymiar podtozy - od 1x2” do 3x2”, 1x3”;
e typ przewodnictwa n (5e16 do 5 e19 cm3)

lub p (5e16 do 5e19 cm™ )na podtozu GaAs
typu n, typ p, oraz pétizolacyjnym Sl

e Cena: od 700 $ za warstwe o grubosci 500
nm dla warstwy dopasowanej sieciowo na
podtozu o srednicy 2 cali, zalezna od srednicy
i rodzaju podfoza oraz grubosci warstwy
epitaksjalnej

uzalezniony od dostepnosci
podtozy ,epiready”: do 2
miesiecy od przyjecia
zamowienia

Warstwy epitaksjalne
InxGaAs na podfozu InP,
dopasowane sieciowo
do podtoza InP oraz
naprezone

e wymiar podtozy - od 1x2” do 3x2”, 1x3”;
e typ przewodnictwa n (5e16 do 5 e19 cm3)

lub p (516 do 5e19 cm™ )na podtozu GaAs
typu n, typ p, oraz poétizolacyjnym SI

e Cena: od 700 S za warstwe o grubosci 500
nm dla warstwy dopasowanej sieciowo na
podtozu o $rednicy 2 cali, zalezna od $rednicy
i rodzaju podtoza oraz grubosci warstwy
epitaksjalnej

uzalezniony od dostepnosci
podtozy ,epiready”: do 2
miesiecy od przyjecia
zamdwienia

Zaktad Grafenu i Materiatow dla Elektroniki (S1)

Nazwa produktu

Parametry techniczne

Cena i warunki dostawy

Termin Wykonania

Kontakt

AlGaAs/GaAs QW edge
emitting lasers

e susceptors - from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

guantity of the substrate;

e Price depends on the dimension and the

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

E@j drinz. Ewa Dumiszewska

Ewa.Dumiszewska@itme.edu.pl

22 639 55 36;
22 639 58 05

AlGaAs/GaAs VSCELs,
HEMTs, varactors,

e susceptors - from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

quantity of the substrate;

e Price depends on the dimension and the

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni
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GaAsP/GaAs,
InGaAs/AlGaAs/GaAs
strained QW lasers,

e susceptors

- from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

AlGaAs/GaAs passive
waveguides,

e susceptors

- from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

GaAs nanowires,

® susceptors

- from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

InGaP/GaAs/Ge two and
three junction solar cells,

e susceptors

- from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

Specific GaAs-based
structures;

e susceptors

- from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

InAlAs/InGaAs/InP
HEMTS,

e susceptors

- from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
guantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

InGaAsP/InP, InGaAs/InP
QW edge emitting lasers,

e susceptors

- from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni
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InGaAsP/InP,
InAlGaAs/InP edge
emitting and VCSEL
structures,

e susceptors - from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

InGaAsP/InP passive
devices, photodetectors,

e susceptors - from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

InP nanowires,

e susceptors - from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

Specific InP-based
structures,

e susceptors

from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

InGaN/GaN/Sapphire

e Price depends on the dimension and the

e czas dostawy —

QW LEDs, * susceptors - 1x2%, 1x3"; quantity of the substrate; od 8 do 12 tygodni
AlGaA/GaN/Sapphire Priced d the di i dth * czas dostawy —
.\ . e Price depends on the dimension and the )
; od 8 do 12 tygodni
photodetectors, HEMTs, * susceptors - 1x2%, 1x3"; quantity of the substrate; ve
Specific GaN — based e susceptors - 1x2”, 1x3”; e Price depends on the dimension and the | e czas dostawy —

structures

guantity of the substrate;

od 8 do 12 tygodni

SiC (n-type), SiC (p-type),
SiC (u.i.d.),

e susceptors

from 1x2” to 3x2”, 1x3”;

e Price depends on the dimension and the
guantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni

GaSb — based products

e susceptors

1x2”;

e Price depends on the dimension and the
quantity of the substrate;

e czas dostawy —
od 8 do 12 tygodni
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